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© Vorrichtung zum Sputtern mit bewegtem, insbesondere rotierendem Target 

® Vorrichtung zum insbesondere reaktiven Sputtern mit 
vorzugsweise.einer Magnetronkathode mit einem beweg- 
ten, insbesondere rotierenden Target, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft die nicht abgesputterten Bereiche des Tar- 
gets mit einer Dunkelraumabschirmung versehen sind. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum insbesondere 
reaktiven Sputtem mit vorzugsweise einer Magnetronka- 
thode mit einem bewegten, insbesondere rotierendern Target 
und Verfahren zum Vermeiden von tJberschlagen bei einer 
Vorrichtung dieser Art . 

Bei Zerstaubungsprozessen (Sputterprozessen) werden in 
der Praxis u. a, solche HocMeistungszerstaubungsvorrich- 
tungen (Sputtervorrichtung) eingesetzt, bei denen durch ein 
Magnetfeld vor der Kathode die Kollisions- und damit die 
Ionisadonswahrscheinlichkeit der Teilchen erhoht wird. 
KernstQck dieser HocUeistungszerstaubungsvorrichtungen 
ist die sogenannte Magnetronkathode. 

Eine derartige Magnetronkathode wird beispielsweise in 
der deutschen Patentschrift DE 24 17 288 G2 beschrieben. 

Dort wird eine Kathodenzerstaubungsvorrichtung mit ho- 
her Zerstaubungsrate mit einer Kathode, die auf einer ihrer 
Oberflachen das zu zerstaubende und auf einem Substrat ab- 
zulagemde Material aufweist, mit einer derart angeordneten 
Magneteinrichtung, daB von der Zerstaubungsflache ausge- 
hende und zu ihr zuruckkehrende Magnetfeldlinien einen 
Endadungsbereich bilden, der die Form einer in sich ge- 
schlossenen Schleife hat, und mit einer auBerhalb der Bah- 
nen des zerstaubten und sich von der Zerstaubungsflache 
zum Substrat bewegenden Materials angeordneten Anode 
gezeigt. 

In der genannten Patentschrift wird vorgeschlagen, daB 
die zu zerstaubende und dem zu bespruhenden Substrat zu- 
gewandte Kathodenoberflache eben ist, daB sich das Sub- 
strat nahe dem Entladungsbereich parallel zu der ebenen 
Zerstaubungsflache fiber diese hinwegbewegen laBt, und 
daB die das Magnetfeld erzeugende Magneteinrichtung auf 
der der ebenen Zerstaubungsflache abgewandten Seite der 
Kathode angeordnet ist. 

Zum Stand der Technik gehoren weiterhin Sputteranlagen 
mit einer rotierenden Magnetronkathode. Der Prospekt der 
Firma Airco Coating Technology, A Division of the BOC 
Group, Inc. mit der Kennzeichnung AGT10110K988, wei- 
terhin "Airco-Prospekt" genannt, beschreibt den Aufbau 
und die Arbeitsweise einer solchen an sich bekannten Sput- 
teranlage mit einer rotierenden Magnetronkathode. "Wie aus 
den Abbildungen und dem Text des Airco-Prospekts ersicht- 
lich, rotiert genau genommen nur das zylindrisch oder rohr- 
formig geformte Target. Im Innern des Targets befindet sich 
das stationare Magnetaggregat der Magnetronkathode. 

Wesentliche Bestandteile einer solchen an sich bekannten 
Magnetronkathode sind unter anderem, siehe hierzu den 
Airco-Prospekt, neben dem rotierenden zylindrischen Tar- 
get und dem stationaren Magnetaggregat das Targetantriebs- 
system, ein Wasserkuhlsystem, eine Vakuumkammer, in der 
sich unter anderem das rotierende Target und das Substrat 
befinden, und eine Energieversorgungseinheit fur die Ka- 
thode. In der Praxis wird das Target als eine Schicht auf ei- 
nem zum Beispiel aus Kupfer bestehenden Rohr aufge- 
bracht. Das System, bestehend aus einer Targetschicht und 
Kupferrohr, rotiert vor dem brennenden Plasma. 

Zum Stand der Technik gehort weiterhin die europaische 
Patentschrift EP 0070899 Bl. In dieser Schrift wird eine 
Vorrichtung zur Aufstaubung you diinnen Filmen eines aus- 
gewahlten Uberzugsmaterials auf wesentlich plan are Sub- 
strate, bestehend aus einer evakuierbaren Beschichtungs- 
kammer, einer in dieser Beschichtungskarnmer horizontal 
angebrachten Kathode mit einem langlichen, zylindrischen 
Rohrelement, auf dessen auBerer Rache eine Schicht des zu 
zerstaubenden t)berzugsmaterial aufgetragen worden ist, 
und Magnetmitteln, die in diesem Rohrelement angeordnet 
werden, urn eine sich in Langsrichtung davon erstreckende 



Zerstaubungszone vorzusehen, beschrieben. 

Der Gegenstand der europaischen Patentschrift ist ge- 
kennzeichnet durch Mittel zumDrehen dieses Rohrelements 
um seine Langsachse, um yerschiedene Teile des Uberzugs- 
5 materials in eine Zerstaubungsstellung gegenuber den vorer- 
wahnten Magnetmitteln und innerhalb der vorerwahnten 
Zerstaubungszone zu bringen, und durch in der Beschich- 
tungskarnmer befindliche Mittel zum horizontalen Abstiit- 
zen der Substrate und zum Transportieren dieser an den Ma- 
10 gnetmitteln vorbei, damit diese Substrate das zerstaubte Ma- 
terial empfangen. 

Weiterhin existiert die Patentschrift DD 161 040 der 
Deutschen Demokratischen Republik, die sich aUerdings 
nicht mit einem rotierenden Target bef aBt Durch diese letzt- 
15 genannte Schrift ist eine Vorrichtung zur Vermeidung uner- 
wiinschter Entladungen beim reaktiven dc-Kathodenzer- 
stauben, insbesondere reaktiven dc-Hochratezerstauben, 
zwecks Herstellung elektrisch hoch isolierender Schichten 
unter Verwendung fiblicher Plasmatronzerstaubungsvor- 
20 richtungen und einer auf dem Target aufgebrachten, bis 
dicht an die Entladung heranreichenden Targetberandung 
bekannt geworden. 

In der letztgenannten Schrift wird vorgeschlagen^ ^ daB die 
Targetberandung aus einem elektrisch isolierenden Material 
25 moglichst geringer Dicke besteht, und daB zwischen der 
Targetberandung und dem Target ein spaltformiger Hohl- 
raum ist, dessen Spaltbreite hochstens einige Zehntel der 
mittleren freien Wellenlange der abgestaubten Teilchen be- 
tragt und die Auflagepunkte der Targetberandung auf elek- 
30 trisch leitenden Konstruktionsteilen wenigstens ein Zwan- 
zigf aches der Spaltbreite des spaltformigen Hohlraums vom 
Targetrand entfernt sind und die Targetberandung zumindest 
zu einem Teil von einer Abschirmung iiberdeckt ist, deren 
Abstand zur Targetberandung in GroBenordnung des spalt- 
35 fbrmigen Hohlraums zwischen Target und Targetberandung 
ist 

Bei rotierenden, rohrformigen Targets wird der mittlere 
Bereich durch das Plasma erodiert, wahrend an den Enden 
keihe Erosionen auftreten. Beim Sputtem bestimmter Mate- 
40 rialien, beispielsweise Si02, bilden sich auf den Rohrenden 
zusatzlich wahrend des Sputtervorgangs aufgesputterte 
Schichten. 

WShrend des Sputterprozesses erhalt durch die oben be- 
schriebenen Vorgange das rotierende Target ein Profil, das 
45 dadurch gekennzeichnet ist, daB der mittiere Bereich infolge 
der Erosion einen geringeren Durchmesser aufweist, wah- 
rend die Rohrenden einen groBen Durchmesser besitzen. 

Die Rohrenden werden sogar in einigen Anwendungsfal- 
len noch weiter verdickt durch das geschilderte Anwachsen 
50 einer Schicht von Sputtermaterial auf den Rohrenden. 

Die oben beschriebenen Vorgange fuhren zu einer erhoh- 
ten Gefahr des unerwunschten Arcings zwischen Target und 
Rezipienteninnenwand, zwischen Target und Substrat bzw. 
zwischen Target und der bereits aufgewachsenen, aus Sput- 
55 termaterial bestehenden Schicht auf dem Substrat 

Diese Gefahr des Arcings besteht besonders bei folgen- 
den Sputtermaterialien: Si02, AI2O3, Z1O2, T1O2, ZnO, 
Tk 2 0 5 . 

Der Erfindung liegen folgende Aufgaben zugrunde: 
60 Das Sputtem vom rotierenden Target mit Magnetronka- 
thode soil grundsatzlich verbessert werden. Es sollen bes- 
sere Voraussetzungen dafiir geschaffen werden, daB ein der- 
artiges Sputtem von SiC>2 nicht nur labormaBig, sondern 
auch in der GroBproduktion eingesetzt werden kann. 
65 ■ Ganz speziell soli das Arcing an den Rohrenden, vorzugs- 
weise beim Einsatz von SiQ2 verhindert werden. 

Die gestellten Aufgaben werden erfindungsgemaB da- 
durch gelost, daB die nicht abgesputterten Bereiche des Tar- 
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gets nut einer Dunkekaumabschirmung versehen sind. fuhrungsbeispiele der Erfindung. 

Bei einer Sputteryorrichtung mit einem rotierenden Tar- Bei der nachfolgenden Beschreibung der Ausfuhrungs- 

get, das rohrfbrmig ausgebildet ist, mit einem mnerhalb des beispieie der Erfindung wird von einem Stand der Technik 

Rohrs angeordneten stationaren Magnetaggregat einer Ma- ' ausgegangen, wie er sich in Form der oben zitierten Schrif- 

gnetronkathode, das eihen im wesentlichen mit zwei langen 5 ten darstellt. 

Geraden versehenen stationaren Plasmaschlauch vor der Die Beschreibungen und die Figuren dieser Schriften 

Oberflache des rotierenden Targets erzeugt, der eine Erosi- konnen zur Eriauterung der Ausgangsbasis fur die nachfol- 

onswirkung auf die Oberflache des rotierenden Targets aus- gend beschriebenen Ausruhrungsbeispiele der Erfindung 

tibt, wodurch es zur Bildung einer VerjUngung des Durch- herangezogen werden. 

messers des rohrformigen rotierenden Targets im mittleren 10 In Fig. 1 ist mit 1 das rotierende Target bezeichnet, wie es 
Bereich des rohrformigen rotierenden Targets und zur Bil- beispielsweise beim Gegenstand der europaischen Patent- 
dung von Randern an den beiden Enden des rohrformigen schriftEP 0070899 Bl,siehedortunteranderem Fig. 3, und 
rotierenden Targets kommt, wird vorgeschlagen, daiB die En- beim Gegenstand des Airco-Prospekts eingesetzt wird. 
den des rbhrformigen rotierenden Targets mit je einer Dun- Nach dem Stand der Technik kann das Targetmaterial 1 auf 
kelraumabschirmung versehen sind, die die Rander des 15 einem beispielsweise aus Kupfer bestehenden Rohr 35 auf- 
rohrtormigen rotierenden Targets abdecken. Weiterhin wird gebracht sein. Das Targetmaterial kann beispielsweise Si 
vorgeschlagen, daB in einem ersten Ausfuhrungsbeispiel die sein. 

Dunkelraumabschirmung geerdet wird. Eine besonders vor- Mit 2 ist die Gesamtheit des innerhalb des rotierenden 

teilhafte Ausbildung des Gegenstands der Erfindung besteht Targets angeordneten stationaren, also nicht rotierenden 

in einem zweiten Ausfuhrungsbeispiel darin, daB die Dun- 20 Magnetaggregats bezeichnet. Siehe hierzu auch Fig, 3 der 

kelraumabschirmung Qber eine elektrische Leitung, die ge- genannten europaischen Patentschrift Die einzelnen Ma- 

geniiber der Vakuumkammer isoliert ist, mit einer Strom- gnete tragen die Bezugsziffem 3, 4, 5, 6. Die zugeordneten 

Spannungs-Versorgungseinheit uber eine weitere Leitung Magnetjoche sind mit 7 und 8 bezeichnet. 9 ist das Halteele- 

gegen Masse geschaltet ist. ment. 

Es hat sich gezeigt, daB ein Verfahren zur Beeinflussung 25 Mit Hilfe des Magnetaggregats wird ein stehendes 

der SchichtgleichmaBigkeit an den Randem eines mittels Plasma uber dem rotierenden Target erzeugt. Dieses ste- 

Sputtern zu beschichtenden Materials mit Hilfe einer Vor- hende Plasma hat die Form eines rennbahnahnlichen, im 

richtung, wie sie oben beschrieben wurde, moglich ist, wesentlichen rechteckig ausgebildeten Schlauchs. Siehe 

hierzu wird vorgeseheri, daB die Dunkelraumabschirmung hierzu Fig. 2, Bezugsziffer 11. 11 bezeichnet zwar den Sput- 

gegenuber der Sputteranlage isoliert uber eine variable 30 ter- oder Erosionsgraben, gleichzei tig kann 11 aber auch als 

Spanniingsquelle gegen Masse geschaltet wird. . die Position des erodierenden Plasmas angesehen werden. 

Besonders vorteilhafte Ergebnisse werden dadurch er- Weitere Einzelheiten zu diesem Stand der Technik sind 

reicht, daB bei einem Verfahrensdruck von 3 • 10" 3 mbar der genannten europaischen Patentschrift und dem Airco- 

der radiale Abstand zwischen dem rotierenden Target und Prospekt zu entnehmen. 

der Punkelraumabschirmung gleich oder kleiner als 2 mm 35 Die Fig. 2 und 3 zeigen je ein rotierendes Target. Das Tar- 

ist. get 10 der Fig. 2 weist, wie erwahnt, einen rennbahnahnli- 

Um noch bessere Resultate bei der Verhinderung des Ar- chen, im wesentlichen rechteckformig ausgebildeten Sput- 

cings zu erzielen wird weiterhin vorgeschlagen, daB zwi- tergraben oder Erosionsgraben U auf, der am Anfang des 

schen dem rotierenden Target und der Dunkelraumabschir- Sputterprozesses durch das entsprechend ausgebildete 

mung ein Isolator, der beispielsweise aus Keramik oder 40 Plasma erodiert wird. 

Quarz hergestellt ist, angeordnet ist. Um den Unterschied zu Fig. 2 deutlich zu machen, ist die 

Dabei kann vorgesehen werden, daB zwischen dem rotie- Gesamtheit des in Fig. 3 gezeigten Targets mit 12 bezeich- 

renden Target und der Dunkelraimiabschirmung ein Isolator net. Durch die erodierende Wirkung des schlauchformigen 

angeordnet ist, der mit der Dunkelraumabschirmung ver- Plasmas auf das rotierende Target wird der mittlere Bereich 

bunden ist, oder daB zwischen dem rotierenden Target und 45 des rotierenden Targets 12 stark erodiert und in seinem 

der Dunkelraumabschirmung ein Isolator angeordnet ist, der Durchmesser verjungt. Der mittlere Bereich des rotierenden 

mit dem rotierenden Target verbunden ist und mit ihm zu- Targets tragt die Bezugsziffer 13. 

sammen rotiert. Wahrend der mittlere Bereich erodiert wird, bleiben die 

Durch die Erfindung werden folgende Vorteile erreicht: Rohrenden 14, 15 in ihrem Durchmesser erhalten. Siehe 

Das Sputtern vom rotierenden Target mit Magnetronka- 50 hierzu Fig. 3 und Fig. 4; in Fig. 4 ist das rotierende Target in 

thode wird grundsatzlich verbessert Es werden bessere Vor- Seitenansicht dargestellt. Die Durchmesser an den Rohren- 

aussetzungen dafur geschaffen, daB insbesondere ein derar- den konnen sich durch Schichtbildung auf den Rohrenden, 

tiges Sputtern vorzugsweise von SiC>2 in der GroBproduk- insbesondere bei Bildung von SiQj-Schichten noch vergro- 

tion eingesetzt werden kann. Das Arcing an den Rohrenden, Bern. Durch die Rohrenden mit groBerem Durchmesser wird 

vorzugsweise beim Einsatz von Si(>2, wird verhindert. 55 die Bildung der oben beschriebenen nachteiligen Arcing-Ef- 

Weitere Einzelheiten der Erfindung, der Aufgabenstel- fekte begiinstigt. 

lung und der erzielten Vorteile sind der folgenden Beschrei- GemaB der Erfindung wird nunmehr vorgeschlagen, daB 

bung von Ausfiihrungsbeispielen der Erfindung zu entneh- im Bereich dieser Rohrenden, siehe hierzu Fig, 4, Dunkel- 

men. raumabschirmungen 16, 17 angeordnet werden. Diese Dun- 

Diese Ausruhrungsbeispiele werden anhand von sieben 60 kekaumabschirmungen verhindern ein Arcing zwischen 

Figuren erlautert dem rotierenden Target einerseits und dem Substrat, der auf 

Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung den Schnitt dem Substrat aufwachsenden, aus Sputtermaterial bestehen- 

durch ein rotierendes Target und stationares Magnetaggre- den Schicht und der Innenwand der VakuumprozeBkammer 

gat, wie sie zum Stand der Technik gehoren. andererseits. Die Dunkelraumabschirmung ist in einem er- 

Fig. 2 zeigt die Konfiguration eines Sputtergrabens auf 65 sten Ausfuhrungsbeispiel, siehe Fig. 4, iiber die Leitung 39 

dem rotierenden Target zu Beginn des Sputtervprgangs. geerdet. Ebenso ist die Rezipientenwand geerdet, demzu- 

Fig. 3 zeigt ein erodiertes rotierendes Target. folge kann kein Arcing zwischen der Dunkelraumabschir- 

Die Fig. 4 bis 7 zeigen in schematischer Darstellung Aus- ' mung und der Rezipientenwand stattfinden. 
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In Fig. 4 ist euimal das rotierende Target in seiner nicht 
erodierten, anfanglichen Konfiguration 18 und in seiner ero- 
dierten, spateren Konfiguration 19 dargestellt Mit20 und 21 
sind Isolatoren bezeichneL 

Die beiden Dunkekaumabschirmungen 16 und 17 sind 
auBerhalb der Sputteranlage uber eine Leitung miteinander 
verbunden. Die Leitung ist symbolisch mit den beiden Lei- 
tungsanschliissen 22 und der gestrichelten Iinie 36 darge- 
stellt. 

In einem zweiten Ausfuhrungsbeispiel, siehe Fig. 5, wird 
eine Leitung 23 vorgesehen, die gegenuber der Wand 24 der 
Vakuumkammer isoliert ist. Die Isolation tragt die Bezugs- 
ziffer 37. Die Leitung 23 verbindet die Strom-Spannungs- 
Versorgungseinheit 25, die als variable Spannungsquelle 
dienen kann, mit der Dunkekaurrabschinnung 17. Die Dun- 
kelraumabschirmung 17 ist, wie oben geschildert, iiber eine 
auBerhalb angeordnete Leitung mit der Dunkelraumabschir- 
mung 16 verbunden. Die Strom-Spannungs-Versorgungs- 
einheit 25 ist iiber die Leitung 38 geerdet 

Zur Vermeidung des nachteiligen Arcing-Effekts ist beim 
Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 6 zusatzlich zur Dunkel- 
raumabschirmung 26 ein Isolator 27 zwischen Dunkelraum- 
abschirmung und dem rotierenden Target 28 angeordnet Er 
ist mit der Dunkelraumabschirmung 26 verbunden. 

Beim Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 7 wird ein Isolator 
29 iiber eine Schraubenverbindung 30 mit dem rotierenden 
Target 31 verbunden. 

31 ist ein Distanzstiick, das aus einem Isolator oder Leiter 
bestehen kann. 33 ist die Durikekaurnabschirmung. Beim 
Gegenstand der Fig. 6 rotiert der Isolator 29 zusammen mit 
dem rotierenden Target 31. 

Die Isolatoren der Gegenstande der Fig. 5 und 6 konnen 
aus beispielsweise Keramik oder Quarz bestehen. 

Mit der erfindungsgemaBen Vorrichtung kann eine Viel- 
zahl von Sputtermaterialien erzeugt werden. So kommen 
neben S1O2 auch folgende Materialien infrage: AI2O3, Zr02, 
Ti02,ZnO,Ta 2 O s . 

Aus Fig. 5 ist erkennbar, daB die Dunkelraumabschir- 
mung isoliert nach auBen gefuhrt wird und mit einer wie ge- 
schildert variablen Spannungsquelle (+), namlich der 
Strom-Spannungs-Versorgungseinheit 25, gegen Masse ge- 
schaltet wird. Die Spannung kann zwischen ca. 0 bis 
+50 Volt oder zwischen +50 Volt bis -50 Volt liegen. Man 
kann durch Variation der Spannung die SchichtgleichmaBig- 
keit an den Randern des zu beschichtenden Materials beein- 
flussen. 

Bei der Dimensionierung des radialen Abstands 34, siehe 
Fig. 4 und 5, zwischen dem rotierenden Target und der Dun- 
kelraumabschirmung hat es sich als vorteilhaft herausge- 
stellt, wenn bei einem ProzeBdruck von 3 • 1(T 3 mbar ein 
AbstandsmaB 34 von 2 mm oder kleiner gewShlt wird. 

Liste der Einzelteile 

1 rotierendes Target 

2 Magnetaggregat 

3 Magnet 

4 Magnet 

5 Magnet 

6 Magnet 

7 Magnetjoch 

8 Magnetjoch 

9 Halteelement 

10 Target 

11 Sputtergraben, Erosionsgraben 

12 Target 

13 mittlerer Bereich 

14 Rohrenden, Rander 
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15 



20 



25 



15 Rohrenden, Rander 

16 Dunkekaumabschirmung 

17 Dunkekaumabschirmung 

18 Konfiguration 

19 Konfiguration 

20 Isolator 

21 Isolator 

22 LeitungsanschluB 

23 Leitung 

24 Wand 

25 Sux»m-Sr^nungs-Versorgungseinheit 

26 Dunkelraumabschirmung 

27 Isolator 

28 rotierendes Target 

29 Isolator 

30 Schraubenverbindung 

31 rotierendes Target 

32 Distanzstiick 

33 Dunkelraumabschirmung 

34 radialer Abstand 
35Rohr 

36 Lime, Leitung 

37 Isolation 

38 Leitung 

39 Leitung 
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1. Vorrichtung zum insbesondere reaktiven Sputtern 
mit vorzugsweise einer Magnetronkathode mit einem 
bewegten, insbesondere rotierenden Target, dadurch 
gekennzeichnet, daB die nicht abgesputterten Bereiche 
des Targets mit einer Dunkekaumabschirmung verse- 
hen sind. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1 mit einem rotierenden 
Target, das rohrformig ausgebildet ist, mit einem inner- 
halb des Rohres angeordneten stationaren Magnetag- 
gregat einer Magnetronkathode, das einen hn wesentli- 
chen mit zwei langen Geraden versehenen stationaren 
Plasmaschlauch vor der Oberflache des rotierenden 
Targets erzeugt, der eine Erosionswkkung auf die 
Oberflache des rotierenden Targets ausubt, wodurch es 
zur Bildung einer Verjiingung des Durchmessers des 
rohrformigen rotierenden Targets im mittleren Bereich 
des rohrtbrmigen rotierenden Targets und zur Bildung 
von Randern an den beiden Enden des rohrformigen 
Targets kommt, dadurch gekennzeichnet, daB die En- 
den (14, 15) des rohrformigen rotierenden Targets (12, 
18, 19) mit je einer Dunkelraumabschirmung (16, 17) 
versehen sind, die die Rander des rohrformigen rotie- 
renden Targets abdecken. 

3. Vorrichtung nach den Anspriichen 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Enden (14, 15) des rohrformi- 
gen rotierenden Targets (12, 18, 19) mit je einer Dun- 
kelraumabschirmung (16, 17) versehen sind, die die 
Rander des rohrformigen rotierenden Targets abdek- 
ken, daB die Dunkelraumabschirmung geerdet ist 

4. Vorrichtung nach den Anspriichen 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Dunkekaumabscriirmung (16, 
17) uber eine elektrische Leitung (23), die gegenuber 
der Vakuumkammer (24) isoliert ist, mit einer Strom- 
Spannungs-Versorgungseinheit (25) verbunden ist, daB 
die Strom-Spannungs-Versorgungseinheit Ober eine 
weitere Leitung (38) gegen Masse geschaltet ist 

5. Vorrichtung nach einem oder mehreren der voran- 
gegangenen Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
bei einem Verfahrensdruck von 3 • lO 7 " 3 mbar der ra- 
diate Abstand (34) zwischen dem rotierenden Target 
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.(18, 19) und der Dunkelraumabschirmung (16, 17) 
gleich oder kleiner als 2 mm ist, 

6. Vorrichtung nach einem oder mehreren der voran- 
gegangenen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB 
zwischen dem rotierenden Target (28, 31) und der Dun- 5 
kekaumabschirmung (26, 33) ein Isolator (27, 29), der 
beispielsweise aus Keramik oder Quarz hergestellt ist, 
angeordnet ist. 

7. Vorrichtung nach einem oder mehreren der voran- 
gegangenen Anspniche, dadurch gekennzeichnet, daB 10 
zwischen dem rotierenden Target (28) und der Dunkel- 
raumabschirrnung (26) ein Isolator (27) angeordnet ist, 
der mit der Dunkelraumabschirmung verbunden ist. 

8. Vorrichtung nach einem oder mehreren der voran- 
gegangenen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB 15 
zwischen dem rotierenden Target (31) und der Dunked 
raumabschirmung (33) ein Isolator (29) angeordnet ist, 
der mit dem rotierenden Target verbunden ist und mit 
ihm zusammen rotiert. 

9. Verfahren zur Vermeidung von tJberschlagen an 20 
den Randera eines mittels Sputtern zu beschichtenden 
Materials mit Hilfe einer Vorrichtung nach einem oder 
mehreren der vorangegangenen Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Dunkekaumabschirmung ge- 
gemiber der Sputteranlage isoliert uber eine variable 25 
SpannungsqueUe gegen Masse geschaltet wird. 

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen 
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